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Questão 1: [3,5 pontos] Dado o circuito a seguir, determine: (a) corrente no resistor RL; (b) faixa 

de valores de vi para a qual não há saturação na saída do amplificador operacional. Assuma: que 

o amplificador operacional é ideal a menos da limitação de saída em função da tensão de 

alimentação; VCC e VEE são valores positivos; vi pode possuir valores positivos e negativos. 

 

Questão 2: [3,0 pontos] Trace a curva vi × vo para o circuito a seguir. Indique no gráfico todos os 

pontos de quebra e apresente os cálculos e explicações associados. Assuma que vi pode variar 

entre 0 e 12V e que o diodo pode ser representado por uma chave em série com uma fonte de 

tensão. Dados: R1=R2=R3=100Ω; Vz1=Vz2=Vz3=3V; VD=0,6V 

 

Questão 3: [3,5 pontos] Dado o circuito a seguir, determine o ganho de tensão Av=vo/vi em função 

dos componentes do circuito. Assuma que os parâmetros de pequenos sinais dos dois transistores 

são conhecidos. 
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FORMULÁRIO 
 

• MOSFET reforço (enriquecimento, acumulação, intensificação): 
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(b) Região de Triodo 
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(c) Região de Saturação 
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• Modelo de pequenos sinais do MOSFET 

reforço: rd=|Va|/ID; gm=K⋅(VGS-VT) 

 

 
 

• Modelo de pequenos sinais para o 

transistor NPN: gm=ICQ/vT; rπ=β/gm; 

ro=VA/IC; vT=25mV 

 

 
 

 

• Modelo de Ebers-Moll para o transistor 

NPN: vT=25mV 
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